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ОАО «НИИПМ» сертифицирован по 
международному стандарту системы 

менеджмента качества ISO 9001:2015 в 
отношении разработки, проектирования и 

производства специального 
технологического оборудования.

ОАО «НИИПМ» получил лицензию 
«РОСКОСМОСА» на право осуществления 
космической деятельности (разработка, 

производство и модернизация приборов, 
аппаратуры, включая программные 

средства, в частности создание 
технологического и испытательного 

оборудования для производства 
фотоэлектрических преобразователей, 

используемых в системах энерго-
обеспечения космических аппаратов).

ISO 
ИСО 9001
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НИИ постоянно принимает участие в 
международных выставочных 

мероприятиях, демонстрируя последние 
достижения в области 

полупроводникового машиностроения и 
электронной техники.

НИИ за время своей деятельности получил 
свыше 1000 патентов и авторских прав.
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О предприятии
Научно  -  исследовательский    институт полу-

проводникового машиностроения (с 1993 г. ОАО 
«НИИПМ») создан на основании постановления 
Совета Министров СССР в 1961 году со специали-
зацией в области научно - исследовательских   и   
опытно-конструкторских работ по созданию 
комплексно-механизированных линий и отдель-
ных образцов специального технологического, 
контрольно-измерительного и испытательного 
оборудования для производства полупроводнико-
вых приборов и интегральных схем. ОАО «НИИПМ» 
сегодня является одним из основных разработчи-
ков и изготовителей специального оборудования 
для производства изделий  микроэлектроники  в  
РФ.

За десятилетия работы  институт  завоевал 
заслуженный авторитет в отрасли, став перво-
проходцем в ряде новых направлениях науки и 
техники. Специалистами предприятия были 
созданы первые в стране установки неразру-
шающего контроля, оборудование для плазмо-
химической обработки пластин, универсальные 
тестеры под управлением ЭВМ и, наконец, пользо-
вавшиеся огромной популярностью видео-

магнитофоны. С разработками института тесно 
связаны технологические победы страны  в  
авиации,  космосе,  оборонно-промышленном 
комплексе. 

На основе разработок НИИПМ, начиная с 1961 
года, было выпущено более 50 000 единиц обору-
дования, которое внедрено на предприятиях 
электронной промышленности. Было получено 
более 100 медалей и дипломов на различных 
выставках, посвящённых машиностроению и 
электронике, более нескольких сотен патентов и 
свидетельств на интеллектуальную собственность.

На базе ОАО «НИИПМ» создан Воронежский 
инновационно-технологический центр. Сегодня 
это управляющая компания технопарка «Содру-
жество», который в марте 2007 г. первым  в Воро-
нежской  области  получил официальный статус. В 
технопарке размещены 80 малых предприятий, 
два научно-исследовательских института, отделе-
ния двух академий, дизайн-центры, центр  транс-
фера технологий. Объем научно-технической 
продукции технопарка «Содружество» составляет 
более миллиарда рублей.

Воронеж

Брянск

С.- Петербург

Екатеринбург

Н. Новгород

Томск

Казань

Курск

Ставрополь

Рязань

Новосибирск

Ульяновск

Пенза

География деятельности
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ОАО «НИИПМ» не только производит серийное 
оборудование,  но  и   разрабатывает  и изготавливает 
специальное технологическое оборудование по 
индивидуальным требованиям Заказчика. 

Индивидуальный подход 

Наши направления

Оборудование 
для изготовления

фотошаблонов

Оборудование 
фотолитографии

Оборудование 
отмывки, сушки

пластин и подложек

Оборудование
технохимии

и
водоподготовки

Вакуумное 
и плазмохимическое

оборудование

Испытательное 
и измерительное

оборудование
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Назначение

Кластерные линии фотолитографии, объединяющие 
операции формирования фоторезистивной маски для техно-
логического процесса с проектными нормами до 0,35 ÷ 0,18 мкм на 
пластинах диаметром 150 и 200 мм, представляет собой 
высокотехнологичное оборудование для выполнения этапов 
очистки пластин, обработки промотором адгезии, нанесения 
фоторезиста, сушки, термостабилизации, проявления. 

7

о
б
о
р
у
д

о
в
а
н

и
е
 д

л
я
 ф

о
т
о
л
и

т
о
г
р
а
ф

и
и

Состав кластерной линии фотолитографии для автономной работы (базовый вариант):
модуль загрузки/разгрузки (4 кассеты) – 1 шт.;
модуль нанесения фоторезиста – 1 шт.; 
модуль нанесения антиотражающего покрытия – 1 шт.;
модуль проявления фоторезиста – 1 шт.;
модуль мегазвуковой обработки – 1 шт.;
модуль обработки в парах ГМДС – 1 шт.; 
модуль термообработки этажерочного типа (3 плиты) – 2 шт.;
модуль термостабилизации этажерочного типа (3 плиты) – 2 шт.;
транспортная система кластерной линии – центральный робот;
станина для размещения модулей  подачи ламинарного потока очищенного воздуха;
блок задания технологических программ обработки и отображения информации о работе 
кластерной линии;
блок управления работой кластерной линии;
вспомогательное оборудование кластерной линии:
блоки подготовки и подачи реагентов на рабочие позиции модулей;
блоки термостабилизации фоторезиста и проявителя и контроля уровня;
блок приёма и хранения отработанных реагентов.

Базовый вариант
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Для работы 
со степпером

Состав кластерной линии фотолитографии для работы со степпером:
модуль загрузки/разгрузки (4 кассеты) – 1 шт.;
модуль нанесения фоторезиста – 1 шт.; 
модуль нанесения антиотражающего покрытия – 1 шт.;
модуль проявления фоторезиста – 1 шт.;
модуль мегазвуковой обработки – 1 шт.;
модуль обработки в парах ГМДС – 1 шт.; 
модуль термообработки этажерочного типа (3 плиты) – 2 шт.;
модуль термостабилизации этажерочного типа (3 плиты) – 2 шт.;
транспортная система кластерной линии – центральный робот;
станина для размещения модулей  подачи ламинарного потока очищенного воздуха;
блок задания технологических программ обработки и отображения информации о работе 
кластерной линии;
блок управления работой кластерной линии;
модуль транспортный (связь со степпером) - 1 шт.;
вспомогательное оборудование кластерной линии:
блоки подготовки и подачи реагентов на рабочие позиции модулей;
блоки термостабилизации фоторезиста и проявителя и контроля уровня;
блок приёма и хранения отработанных реагентов.
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Особенности

Кластер может работать в двух форматах - автономно и в связи со степпером, для чего имеет в 
своем составе модуль загрузки и автоматической связи со степпером. Фотолитографический 
кластер позволяет проводить операции по формированию слоя резиста перед экспонированием и 
операции проявления и задубливания резиста после экспонирования;
Модульно-кластерные линии представляют собой набор стандартизованных технологических 
модулей, осуществляющих различные виды фотолитографической обработки, размещённых в 
контролируемой воздушной среде на общей несущей раме замкнутой конфигурации и 
объединённых единым транспортным устройством в виде специализированного робота, 
размещённого на линейном транспорте, для перемещения кремниевых пластин от модуля к 
модулю. Модульная структура обеспечивает быстрое извлечение технологических модулей, блоков 
и систем для ремонта и профилактического обслуживания;
Благодаря модульному исполнению, конструктивно кластер может быть оптимально выстроен под 
задачи реализуемого технологического процесса и соответствует требованиям полной 
автоматизации. Кластерный принцип также распространяется и для технологических процессов 
обработки подложек из других материалов и с другими размерами и геометрией, что позволяет 
применять платформу как для прикладных исследований и разработок, так и для серийного 
выпуска продукции.
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Характеристики Ед. изм. Кластер

Кинематическая производительность шт./час 30

Диапазон задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин (5 ÷ 8000) ±1

Диапазон задания температур плит термообработки ºС 70 ÷ 200

Равномерность и стабильность температуры по пластине ºС

(70 ÷ 120) ±0,5

(120 ÷ 150) ±0,8

(150 ÷ 200) ±2

Диапазон задания температур плит термостабилизации ºС 10 ÷ 30

Диапазон термостабилизации фоторезиста ºС (18 ÷ 45) ±0,5

Рабочая частота мегазвукового генератора МГц 1,65

Режимы нанесения фоторезиста тип стат./динам.

Режимы термообработки тип

контактный режим, 
режим вакуумного 

контакта,
программируемый режим 
зазора над плитой, режим 

на зазоре 0.15мм

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

Транспортная система



Позиция загрузки-выгрузки

Позиция мегазвуковой
очистки 

Позиции модуля термообработки 
в парах ГМДС 

Позиция модуля нанесения 

Позиция модуля 
термообработки 

Позиция модуля 
проявления фоторезиста 

Позиция модуля 
термостабилизации 

10
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РМ130-330-1

Робот соответствует требованиям эксплуатации в помещениях «чистое помещение» класса 2 ИСО по 
ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002.
Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Нормы 
качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.
При эксплуатации робот должен быть подключен:
     - к сети вакуума давлением не более 350 мм рт.ст. расходом не менее 10 м³/ч;
     - к контуру заземления.

Особенности

Робот предназначен для использования в автоматическом 
фотолитографическом оборудовании, оборудовании гидро-
механической и мегазвуковой очистки при обработке полупровод-
никовых пластин, прямоугольных подложек и фотошаблонных 
заготовок.

Назначение
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РМ130-200-2

Характеристики Ед.изм. РМ130-330-1

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

Диаметр переносимых пластин мм 100, 150, 200

Метод удерживания пластин тип вакуумный прижим

Количество манипуляторов переноса пластин шт. 1 2

Вертикальное перемещение пластин мм 330 200

Угол поворота в рабочей зоне
o

340

Количество осей шт. 3 4

Максимальное расстояние от центра вращения робота до центра пластины                         мм 536 500

Скорость переноса (максимальная) при вертикальном перемещении                      мм/сек 44

Скорость переноса (максимальная) при горизонтальном перемещении мм/сек 365

Скорость поворота манипуляторов гр./сек 160

Габаритные размеры робота без блока управления, ДхШхВ мм 340х340х623 380х415х589

Масса робота без блока управления, не более кг 50

Габариты блока управления, ДхШхВ                                                мм 509х420х260

Масса блока управления, не более кг 5

Потребляемая мощность, не более кВт 0,5

РМ130-200-2

Расшифровка моделей роботов 

РМ130-330-1

типа размер

количество манипулятороввертикальное перемещение
(возможно изготовление 200÷600 мм)



Автоматическая загрузка пластин из кассеты и перенос пластин на позиции обработки;
Мегазвуковая струйная очистка пластин;
Обработка пластин парами ГМДС на «горячей плите»;
Термостабилизация пластин на «холодной плите»;
Формирование  фоторезистивных пленок методом центрифугирования (нанесение слоя фоторезиста);
Термообработка фоторезистивных пленок на «горячей плите»;
Термостабилизация пластин на «холодной плите» перед приемкой обработанных пластин в кассету;
Многоуровневая сенсорная система управления;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое помещение» 
класса  ИСО5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002). 

Диаметр обрабатываемых пластин мм 100, 150

Производительность шт./час 30

Модуль мегазвуковой струйной очистки (Megasonic cleaning Module):

 - рабочая частота мегазвукового генератора МГц 1,65 

 - мощность мегазвукового генератора Вт 50 

 - скорость вращения ротора центрифуги об./мин (50 ÷ 8000) ± 1

Модуль обработки парами ГМДС (VacuPryme Module):

 - степень разряжения в камере мм рт. ст. до 100

 - режим обработки (фиксированный зазор/контактная обработка на «горячей плите») мм не более 0,15/контактный

 - диапазон температур «горячей плиты» ˚С от 40 до 150

Модуль термообработки (Hot Plate Module):

 - режим обработки (фиксированный зазор/контактная обработка на «горячей плите») мм не более 0,15/контактный

 - диапазон температур ˚С от 70 до 200

Модуль термостабилизации (Сool Plate Module):

 - равномерность и стабильность температуры по пластине ˚С ±0,5 

Модуль нанесения фоторезиста (Сoat Module):

 - скорость вращения ротора центрифуги  об./мин (50 ÷ 8000) ±1

 - ускорение вращения ротора центрифуги об./мин/с (10 ÷ 30000) ±10

 - диапазон  регулирования температуры фоторезиста    ˚С (18 ÷ 50) ±0,5 

 - диапазон и точность дозирования фоторезиста мл (1,0 ÷ 5,0) ±0,2 

 - диапазон вязкости фоторезиста cСт 1,0 - 55,0 

Габаритные размеры установки, (ДхШхВ) мм 2680х760х1330

Характеристики Ед.изм. ЛНФА-150

Особенности

ЛНФА-150

линия нанесения фоторезиста
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Автоматическая загрузка пластин из кассеты н с последующим переносом пластин с позиции на 
позицию;
Обработка пластин на «горячей плите»;
Термостабилизация пластин на «холодной плите»;
Проявление фоторезистивных пленок методом полива проявителя на вращающуюся поверхность 
пластины;
Термообработка фоторезистивных пленок на «горячей плите»;
Термостабилизация пластин на «холодной плите» перед приемкой обработанных пластин в кассету;
Многоуровневая сенсорная система управления;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса  ИСО5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002). 

Особенности

линия проявления фоторезиста

ЛПФА-150

14

технологические 
позиции

Диаметр обрабатываемых пластин мм 100, 150

Производительность шт./час 30

Модуль проявления фоторезиста:

 - скорость вращения ротора центрифуги  об./мин (50 ÷ 8000) ± 1 

 - ускорение ротора центрифуги  об./мин/с (10 ÷ 30000) ± 10 

 - диапазон  регулирования температуры проявителя °С (18 ÷ 50) ± 0,5

Модуль охлаждения и термостабилизации (Сool Plate Module):

 - принцип действия охлаждаемая водой плита

 - равномерность и стабильность температуры по пластине ˚С ±0,5 

 - контактная обработка на «холодной плите»

Модуль термообработки (Hot Plate Module):

 - режим обработки (фиксированный зазор/контактная обработка на «горячей плите») мм не более 0,15/контактный

 - диапазон температур ˚С от 70 до 200

Мощность, потребляемая установкой кВт 6

Габаритные размеры установки, (ДхШхВ) мм 2370х760х1330

Характеристики Ед. изм. ЛПФА-150

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Технологически возможности установки НФТО-150П:
подача фоторезиста на пластину в статическом и динамическом режимах (сканирование);
подача фоторезиста насосом-дозатором; 
формирование плёнки фоторезиста;
отмывка краевого валика;
отмывка обратной стороны;
проведение термообработки слоя фоторезиста на горячей плите. 
режим термообработки слоя фоторезиста –  «контакт или зазор».

Технологически возможности установки ПФТО-150П:
проявление фоторезиста на пластине (сканирование);
промывка поверхности пластин деионизованной водой после операции проявления;
отмывка обратной стороны;
сушка пластин методом центрифугирования;
термообработка фоторезиста после проявления – «контакт или зазор».

установки нанесения и проявления фоторезиста
с термообработкой

Назначение

Нанесения фоторезиста (НФТО-150П) или проявление фоторезиста 
(ПФТО-150П) с последующей термообработкой.

НФТО-150П

Тип выполняемой операции с последующей термообработкой тип нанесение фоторезиста проявление фоторезиста

Диаметр обрабатываемых пластин мм 100, 150

Диапазон задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин 10 ÷ 6000

Диапазон задания ускорения об./мин/с 100 ÷ 20000

Дискретность задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин не более 10

Дискретность задания ускорения (об./мин)/с 100

Материал ванны тип фторопласт

Диапазон дозирования фоторезиста с 1 ÷ 5,0 -

Диапазон задания времени проявления фоторезиста с - 0 ÷ 99

Диапазон задания времени промывки деионизованной водой с - 0 ÷ 99

Диапазон задания времени сушки на центрифуге с - 0 ÷ 99

Диапазон задания темп. гор. плиты на позиции термообработ.
OC 80 ÷ 250

Точность поддержания температуры горячей плиты ОС ± 0,5

Равномерность распределения темп. по плите в рабочей зоне
О
С ± 0,5

Диапазон задания времени термообработки с 1 ÷ 999

Материал нагревательной плиты   кВт анодированный алюминий с твёрдым покрытием

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 610х480х1075

Характеристики Ед. изм. НФТО-150П ПФТО-150П

Особенности
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технологические 
позиции

Назначение

Нанесение  (для  НФ-150П)  или  проявление  (для  ПФ-150П) 
фоторезистивных плёнок на гладкую и рельефную поверхность пластин 
и подложек.

Нанесение фоторезистивных пленок методом центрифугирования (для НФ-150П);
Проявление фоторезистивных пленок методом полива проявителя на вращающуюся поверхность 
пластины (для ПФ-150П);
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса 5 ИСО 5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002).

установки нанесения и проявления фоторезиста
без термообработки

НФ-150П

Особенности

Характеристики

16

Тип выполняемой операции тип нанесение фоторезиста проявление фоторезиста

Диаметр обрабатываемых пластин мм 51, 76, 100, 150

Размер обрабатываемых подложек мм 25х25, 48х60, 76х76, 102х102

Диапазон задания скорости вращения центрифуги об./мин 300 ÷ 7000

Дискретность задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин 1

Диапазон задания ускорения вращения ротора центрифуги (об./мин)/с 10 ÷ 10000

Дискретность задания ускорения вращения ротора центрифуги (об./мин)/с 100

Диапазон задания времени обработки с 1,0 ÷ 999

Дискретность задания времени обработки с 1,0

Диапазон дозирования фоторезиста мл 0,5 ÷ 5,0

Электропитание:

 - сеть переменного тока В 380/220

 - частота Гц 50

Мощность, потребляемая установкой кВт  0,8 ÷ 1,0

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 905х459х1090

Характеристики Ед. изм. НФ-150П ПФ-150П

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Назначение

Нанесение резиста на шаблонные подложки методом центрифугирования.

Тип загрузки и выгрузки фотошаблонов - ручная, поштучная автомат., кассетная

Размер обрабатываемых подложек мм
102х102х2,4 
127х127х2,4
153х153х6,36

127х127х3
153х153х3

153х153х6,36

Количество подложек в кассете шт. - 10 

Производительность шт./час - 35

Диапазон задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин 200 ÷ 5000 10 ÷ 5000

Точность поддержания угловой скорости ротора центрифуги:

 - в диапазоне 100 ÷ 500 об./мин % 1

 - в диапазоне 500 ÷ 5000 об./мин % 0,1

Дискретность задания угл. скор. вращения ротора центрифуги об./мин 20

Диапазон задания времени обработки с 1

Дискретность задания времени обработки с 1

Диапазон дозирования резиста мл 1 ÷ 10

Дискретность задания дозы резиста мл 2,0 ÷ 8,0 0,5

Температура нагрева и термостабилизации резиста ˚С 20 ÷ 25

Электропитание:

 - сеть переменного тока В 220

 - частота  Гц 50

Мощность, потребляемая установкой, не более кВт 1,5

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 1200х1005х2035

Характеристики Ед. изм. УНФ-153АУНФ-153

Нанесение фоторезиста на поверхность подложек осуществляется тремя способами: 
-на неподвижную подложку;
-на вращающуюся подложку;
-путем перемещения капельницы от центра подложки к периферии с одновременным ее вращением;
Контроль количества и температуры фоторезиста в емкости ;
Наличие устройства, предотвращающего подсыхание фоторезиста в емкости и в кончике подающего 
сопла;
Технологическая программа работы установки задается с помощью графического дисплея;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса  ИСО5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

УНФ-153

установка нанесения фоторезиста
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Обработка подложек по принципу из «кассеты в кассету»;
Индивидуальная сушка и задубливание резиста на шаблонных подложках на «горячей плите»;
Выгрузка подложек из кассеты, перенос в камеру, сушка (задубливание) и загрузка обработанных 
подложек в приемную кассету осуществляется автоматически по заданной программе, перед 
загрузкой в приемную кассету подложка охлаждается газообразным азотом;
Многоуровневая система управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Информация о режимах обработки (время, температура) отображается на экране дисплея;
Возможно исполнение установки в упрощенном ручном варианте;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса  ИСО 5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

Особенности

Назначение

Сушка резиста на шаблонных подложках после операции 
нанесения фоторезиста и задубливания резиста после операции 
проявления. 

УСЗФ-153А

установка сушки и задубливания

18

Характеристики Ед.изм. УСЗФ-153А

Размер обрабатываемых шаблонных подложек мм
127х127х3
153х153х3

153х153х6,35

Количество шаблонов в кассете шт. 10

Производительность шт./час 10

Диапазон задания температуры сушки и задубливания
0
С 60 ÷ 200

Диапазон времени обработки с 10 ÷ 999

Равномерность распределения температуры на плите
0
С ±1

Точность поддержания температуры на “горячей плите”
0С ±0,5

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 2

Габаритные размеры установки (ДxШxВ) мм 1200х870х1130
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Проявление  фоторезиста;
Травление маскирующего слоя;
Удаление фоторезиста;
Промывка деионизованной водой;
Сушка центрифугированием;
Индивидуальная обработка шаблонных подложек на центрифуге;
Термостабилизация применяемых реактивов;
Экономичная подача реактивов в процессе обработки;
Обработка шаблонных подложек по принципу «из кассеты в кассету» (для  УХО-153А);
Контроль уровня реактивов в емкостях (для УХО-153А);
Многоуровневая система управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса  ИСО 5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

установка химической 
обработки

Особенности

Назначение

Выполнение технологических операций на шаблонных подложках 
при изготовлении шаблонов  в  автоматическом режиме. 

Характеристики Ед. изм. УХО-153 УХО-153А

Загрузка и выгрузка фотошаблонов тип ручная, поштучная автомат., кассетная

Размер обрабатываемых подложек мм
76х76х3

102х102х3
127х127х3

127х127х3
153х153х3

153х153х6,36

Количество шаблонов в кассете шт. - 10 

Диапазон регулирования частоты вращения ротора центрифуги об./мин 50 ÷ 3000

Диапазон регулирования температуры реактивов 0
С 20 ÷ 40

Точность поддержания температуры реактивов в емкости
0
С ±1

Диапазон времени выполнения каждой операции с 10 ÷ 999

Мощность потребляемая установкой кВт 2,5 4

Габаритные размеры установки (ДхШхВ) мм 1198х916х2035 1200х990х1260

УХО-153
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Проявление фоторезиста (слабощелочной водный раствор КОН);
Травление металлической пленки (двуокиси железа или хрома, растворы на основе соляной или азотной 
кислот);
Удаление фоторезиста (слабощелочной водный раствор КОН);
Промывка деионизованной водой;
Сушка центрифугированием;
Быстрая переналадка на любой размер подложки, из указанных в технических данных на установку;
Система управления установки реализована на базе промышленного контроллера с выводом 
информации на текстовой дисплей; 
Многоуровневая система управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Возможность аварийного отключения установки;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р 5(100) («чистое 
помещение» класса ИСО  5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

Особенности

Назначение

Индивидуальная химическая обработка поверхности шаблонных 
заготовок с высокой производительностью. 

УХО-127

20

Размер обрабатываемых шаблонных заготовок мм
76х76

102х102
127х127

Толщина обрабатываемых шаблонных заготовок мм 2 ÷ 3

Диапазон задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин 60 ÷ 3000

Дискретность задания скорости вращения ротора центрифуги об./мин 10

Количество термостатированных каналов шт. 2

Диапазон регулирования температуры каналов 0С 20 ÷ 40

Количество каналов подачи химических реагентов шт. 4

Диапазон задания времени обработки с 1 ÷ 999

Количество каналов подачи деионизованной воды шт. 5

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 5,5

Габаритные размеры:

- модуль обработки (ДxШxВ), – 1шт. мм 1170х685х2045

- блок химической подготовки (ДxШxВ), – 2 шт. мм 420х645х1475

- блок термостатов (ДxШxВ), – 1 шт. мм 620х320х715

Характеристики Ед.изм. УХО-127

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Назначение

Особенности

Проведение процесса двухсторонней отмывки фотошаблонов 
путем последовательной обработки поверхности. 

установка отмывки фотошаблонов

Двухсторонняя очистка фотошаблонов в блоке гидромеханической очистки раствором и деионизо-
ванной водой (установка может быть укомплектована системой получения деонизованной воды); 
Двухсторонняя мегазвуковая очистка поверхности фотошаблона на центрифуге деионизованной 
водой;
Двухсторонняя промывка на центрифуге деионизованной водой;
Удаление капельной влаги центрифугированием;
Сушка на «горячей плите» с гарантированным зазором;
Охлаждение фотошаблона перед загрузкой в кассету (для УОФ-127А-1);
Дополнительный механизм подъема фотошаблона на позиции сушки, что позволяет сделать время 
сушки независимым от времени обработки на предыдущих позициях;
Сенсорная панель управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Гибкое задание параметров и последовательность операций;
Возможность работы в ручном режиме позволяет осуществлять автономное включение и выключение 
каждого механизма установки, задавать режимы обработки, осуществлять подачу раствора, 
деионизованной воды и азота на обдув, устанавливать температуру на плитке, контролировать ее;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса  ИСО5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

Тип загрузки и выгрузки фотошаблонов - ручная, поштучная автомат., кассетная

Размер обрабатываемых фотошаблонов мм 102х102х2,3; 127х127х2,3; 153х153х3,3

Количество шаблонов в кассете шт. - 20

Производительность шт./час - 15

Диапазон задания регулирования времени выполнения каждой 
операции  

с 1 ÷ 999

Диапазон задания времени подачи раствора на блоке 
гидромеханической  обработки

с 1 ÷ 99

Тип мегазвукового излучателя  - пьезокерамика

Частота колебаний мегазвукового генератора МГц 1,65

Диапазон регулирования угл. скорости вращения ротора центрифуги об./мин 300 ÷ 3000

Диапазон регулирования температуры плиты на блоке сушки
0
С 80 ÷ 120

Мощность, потребляемая установкой, не более кВт 2,2 3,2

Габаритные размеры (ДxШxВ) мм 1420х975х2035 1642х940х2035

Характеристики Ед. изм. УОФ-127А-1УОФ-127П

УОФ-127П
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4.2

Особенности

Назначение

Установка предназначена для индивидуальной односторонней 
гидромеханической и мегазвуковой очистки подложек.

В комплект установки входит зона обеспыливания с ламинарным потоком;
Направление скорости воздушного потока  в рабочей зоне установки обеспыливания - вертикальное 
(сверху вниз) при скорости не менее 0,3 м/с; избыточное давление от 20 до 100 Па (от 2 до 10 мм 
вод. ст.);
Установка обеспечивает работу при подаче:
- воды деионизованной марки "А" по ОСТ 11029.003-80 давлением 0,2 0,25 МПа;÷
- воздуха сжатого, очищенного и осушенного по ГОСТ 17433-80 давлением 0,4 0,6 МПа;÷
При эксплуатации установка должна быть подключена: 

3-к сети вакуума давлением не более 350 мм рт.ст., расходом не менее 10 м /ч,
-к сети хим. стойкой канализации с Ду не менее 30 мм,

3-к системе вытяжной вентиляции с расходом воздуха не менее 150 м /ч,
-к контуру заземления;
Многоуровневая система управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса  ИСО5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

установка гидромеханической и мегазвуковой очистки

УГМО-48х60
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технологическая 
позиция

Размер обрабатываемых подложек мм
48х60х0,25
48х60х0,5
48х60х1,0

Производительность шт./час 25

Частота генератора мегазвука МГц 1,65

Мощность генератора Вт 50

Диапазон задания времени выполнения операций с 0 ÷ 999

Диапазон задания частоты вращения щетки об./мин 150 ÷ 300

Шаг задания частоты вращения щётки, не более об./мин 10

Диапазон задания частоты вращения ротора центрифуги об./мин 300 ÷ 6000

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ):

 - агрегат обработки мм 1230х855х2125

 - блок подготовки мм 710х400х720

Характеристики Ед. изм. УГМО 48х60

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Выгрузка пластин из кассеты с последующим переносом с позиции на позицию и загрузка в приемную 
кассету, подача растворов, контроль времени обработки осуществляются в автоматическом режиме;
Мегазвуковая очистка пластин в блоке обработки;
Гидромеханическая отмывка пластин щеткой с использованием моющего раствора;
Гидромеханическая отмывка щеткой с использованием деионизованной воды;
Промывка деионизованной водой;
Удаление капельной влаги центрифугированием;
Возможность изменения последовательности проведения операций;
Возможность программного регулирования усилия прижима щетки к поверхности пластины;
Управление установкой происходит от микропроцессора; 
Многоуровневая система управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Система получения деонизованной воды в соответствии с ОСТ 11029.03-80 или ASTM D5127-13;
Наличие 2-х блоков обработки позволяет осуществлять последовательную и одновременную обработку 
пластин (для УОП-150-2);
Установку следует эксплуатировать в помещениях класса Р5(100), Р4(10) по ГОСТ Р50766-95.5(100), 
Р4(10) по ГОСТ Р50766-95.

Особенности

Назначение

Автоматическое проведение процесса очистки поверхности 
пластин путем последовательной или раздельной обработки поверхности 
струей деионизованной воды c приложенными мегазвуковыми 
колебаниями и гидромеханическим способом с подачей моющего 
раствора на щетку. Установка может быть оборудована зоной 
обеспыливания.

Характеристики Ед. изм. УОП-150-1 УОП-150-2

Диаметр обрабатываемых пластин мм 51, 76, 100, 150

Частота мегазвукового генератора МГц 1,65

Производительность шт./час 25 -

Мощность мегазвукового генератора кВт 0,05

Диапазон времени выполнения операций с 10 ÷ 999

Диапазон частоты вращения щетки об./мин 150 ÷ 300

Шаг задания частоты вращения щетки, не более об./мин 10

Диапазон частоты вращения ротора центрифуги об./мин 300 ÷ 6000

Количество позиций обработки шт. 1 2

Электропитание: 

 - сеть переменного тока В 380/220

 - частота Гц 50

Мощность, потребляемая установкой, не более кВт 1

Габаритные размеры установки (ДxШxВ) мм 1000х910х1090

очистка пластин

УОП-150-1

УОП-150-1

УОП-150-2
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Особенности
Двухсторонняя индивидуальная гидромеханическая очистка пластин с применением раствора и 
деионизованной воды;
Мегазвуковая очистка пластин;
Двухсторонняя промывка деионизованной водой;
Удаление капельной влаги центрифугированием;
Вертикальное расположение пластин в процессе транспортировки и обработки;
Возможность программного регулирования давления щеток на пластину;
Возможность применения кассет с различным шагом;
Наличие двух транспортеров повышает качество обработки, так как исключается загрязнение 
пластин носителями после чистовой обработки на центрифуге;
Двухуровневая система управления установкой позволяет проводить непрерывный мониторинг 
технологических параметров и осуществлять диагностику состояния механизмов и систем;
Установку следует эксплуатировать в помещениях класса Р5(100), Р4(10) по ГОСТ Р50766-95.

Двухсторонняя индивидуальная гидромеханическая и мега-
звуковая очистка пластин в автоматическом режиме. Возможно 
изготовление оборудования в упрощенном варианте с использованием 
ручной поштучной загрузки (выгрузки) пластин  -  УГМО-2 и УГМО-2А.

Назначение

двухсторонняя отмывка пластин

АГМО-2А

24

Диаметр обрабатываемых пластин мм 51, 76 100, 150, 200

Загрузка/выгрузка пластин тип
автомат.,
кассетная

ручная,
поштучная

автомат.,
кассетная

ручная 
поштучная

Производительность шт./час 20 - 20 -

Диапазон задания угловой скорости вращения ротора центрифуги об./мин 300 ÷ 3000

Диапазон задания угловой скорости вращения щеток об./мин 200 ÷ 300

Диапазон задания времени выполнения технологических операций с 5 ÷ 99

Частота мегазвуковой обработки МГц 1,65

Мощность мегазвукового генератора кВт 0,05

Количество пластин в кассете шт. 25 - 25 -

Электропитание:

 - сеть переменного тока В 220

 - частота Гц 50

Габаритные размеры установки (ДхШхВ) мм 1290х850х1150 750х850х1150 1158х803х2200 1200х803х2200

Характеристики АГМО-2Ед. изм. УГМО-2 АГМО-2А УГМО-2А

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

технологическая позиция



Гидромеханическая обработка подложек зеркал перед напылением с использованием раствора и 
деионизованной воды;
Мегазвуковая обработка подложек с использованием деионизованной воды;
Промывка реионизованной водой (подача воды в зону обработки для снятия статического 
электричества с поверхности подложки);
Сушка подложек методом центрифугирования;
Система управления установкой осуществляется на базе современного промышленного контроллера;
Возможность выполнения операций очистки в любой последовательности;
Регулирование технологического процесса в реальном времени;
Возможность программного регулирования высоты и давления щетки на обрабатываемую поверхность;
В состав установки может входить система получения деонизованной воды.

отмывка и сушка подложек

Диаметр обрабатываемых ситалловых подложек 
(имеется возможность обработки пластин Ø до 76 и прямоугольных пластин 48х60 мм)

мм 22, 25, 30

Толщина обрабатываемых ситалловых подложек мм 2 ÷ 4

Частота генератора мегазвука МГц 1,65

Мощность генератора мегазвука Вт 50

Диапазон задания времени выполнения каждой операции с 0 ÷ 999

Диапазон задания частоты вращения щетки об./мин 150 ÷ 300

Шаг задания частоты вращения щетки об./мин 10

Диапазон задания частоты вращения ротора центрифуги об./мин 150 ÷ 6000

Требования к подключаемым коммуникациям: 

 - электрическая сеть переменного тока в 220 (50Гц)

 - давление в сети сжатого, осушенного и очищенного воздуха по ГОСТ 17433-80 МПа 0,4 ÷ 0,6

 - произовдительность вытяжной вентиляции, не менее 3150м /час

 - диаметр сети химической стойкой каналицазии, не менее мм 30

 - давление в сети деонизованной воды марки А МПа 0,2 ÷ 0,25

 - расход деионизованной воды марки А л/час 120

Мощность, потребляемая установкой кВт не более 0,6

Масса кг не более 250

Габаритные размеры (ДxШxВ) мм 1198х916х2035

Характеристики Ед. изм. УО-30П

Особенности

Назначение

Установка финишной промывки подложек УО-30П предназначена 
для гидромеханической и мегазвуковой промывки подложек зеркал 
перед напылением TiO  и SiO с использованием растворов и 2 2  

деионизованной воды. Подложки представляют собой полированные 
диски из ситалла. Загрузка и выгрузка подложек - ручная. 

УО-30П
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Отмывка поверхности пластин осуществляется в проточной деионизованной воде марки “А” по ОСТ 
11029003-80 давлением 0,18 ÷ 0,2 МПа, при условии постоянной циркуляции воды. Для достижения 
данного условия предлагаем использовать блок рецикла (получения)  деионизованной воды;
Сушка поверхности пластин осуществляется с применением эффекта “Марангони” при медленном 
извлечении пластин из ванны с деионизованной водой с одновременной подачей паров этилового 
спирта в зону выхода пластин из воды;
При сушке поверхности отсутствует явление последней капли;
Быстрая переналадка установки на любой размер пластин, указанный в технических характеристиках 
на установку;
Загрузка пластин на установку и выгрузка пластин после обработки осуществляется вручную; 
Система управления реализованная на базе промышленного контроллера, выводящая информацию на 
графический дисплей, обеспечивает диагностику работоспособности и возможность аварийного 
отключения установки;                          
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) и Р4(10) по ГОСТ 
Р50766-95;
Возможность изготовления групповой (кассетной) модификации.

Особенности

отмывка и сушка стеклянных пластин

Назначение

Индивидуальная двухсторонняя отмывка и сушка поверхности 
стеклянных пластин. Установка может быть оборудована блоком 
рецикла деионизованной воды.

УСП-325
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технологическая 
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Размер обрабатываемых стеклянных пластин мм
от 80х110х0,7 до 235х325х1,1 

(от 70х90 до 340х370)

Диапазон регулирования скорости перемещения каретки механизма вертикального 
перемещения при извлечении пластины из ванны

мм/с 1 ÷ 4

Количество емкостей для спирта шт. 2

Электропитание:

- сеть переменного тока В 220

- частота Гц 50

Мощность, потребляемая установкой, не более кВт 0,5

Масса кг 150

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 900х680х1636

Характеристики Ед. изм. УОСП-325

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Индивидуальная обработка подложек с применением растворов и деионизованной воды;
Быстрая переналадка на любой размер подложки указанный в технических данных на установку;
Установка может быть оборудована зоной обеспыливания, а так жесистемой получения 
деионизованной воды по ОСТ 11029.003-80 и ASTM D5127-13;
Установка соответствует требованиям эксплуатации в помещениях класса Р5(100) («чистое 
помещение» класса ИСО 5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

Назначение

Автоматическая  двусторонняя  гидромеханическая  отмывка 
поверхности стеклянных подложек в производстве жидкокристал-
лических экранов. 

Характеристики Ед.изм. УДГД-340х470

Размер обрабатываемых подложек мм от 70х90 до 340х470

Толщина обрабатываемых подложек мм 0,7 ÷ 1,2

Диапазон регулирования частоты вращения щеток об/мин 150 ÷ 245

Скорость каретки механизма вертикального перемещения подложек мм/с 10 ÷ 40

Частота колебаний мегазвукового генератора МГц 1,65

Электропитание:

 - сеть переменного тока В 220

 - частота Гц 50

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 0,5

Масса кг 100

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 900х680х1636

УДГД-340х470

двухсторонняя отмывка подложек

Особенности
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*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь
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Обработка осуществляется по одной кассете;
Промывка пластин с применением деионизованной воды;
Удаление капельной влаги центрифугированием;

0Ускоренный процесс сушки пластин (подача азота в камеру с нагревом до 50 С); 
Установка предназначена для эксплуатации в помещениях класса Р(5)100 («чистое помещение» класса 
ИСО 5 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000).

Особенности

Назначение

Промывка и сушка полупроводниковых пластин в автоматическом 
режиме методом центрифугирования. Возможно двухмодульное 
исполнение.

отмывка и сушка 

УСП-150

рабочая камера

Характеристики Ед. изм. УСП-150

Диаметр обрабатываемых пластин мм 100, 150

Толщина обрабатываемых пластин мм 0,5; 0,6; 0,8

Количество пластин в кассете шт. 25

Время сушки с (60 ÷ 900) ±3%

Диапазон регулирования скорости вращения ротора центрифуги об./мин 200 ÷ 2500

Диапазон регулирования температур сушки в камере
0
С 45 ÷ 65

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 1,5

Габаритные размеры установки (ДхШхВ) мм 440х740х1417
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Назначение

Автоматическая линия предназначена для химической 
обработки кварцевых деталей, размещенных в кассетах, в 
растворах кислот с последующей промывкой в деионизованной 
воде и сушкой. 

Автоматическая линия травления кварцевых деталей
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- химическая обработка  кварцевых деталей в растворах кислот;
- промывка кварцевых деталей в «стоп – ванне»;
- финишная промывка кварцевых деталей в деионизованной воде;
- сушка кварцевых деталей;
- в состав линии входят модуль загрузки, модуль выгрузки, 3 модуля химической обработки, модуль 
сушки, связанные единой транспортной системой, а также 2 модуля подачи и рециркуляции 
химического реактива, модуль подготовки деионизованной воды и воздуха, силовой шкаф.
- данная конфигурация линии может быть применена для обработки пластин диаметром до 150 мм.

Технологические возможности:

Рабочая зонаВспомогательное
оборудование
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Особенности
Процессы химической обработки и отмывки кассеты с кварцевыми деталями автоматизированы;
Контроль текущего состояния задаваемых технологических параметров;
Конструкцией автоматической линии  предусмотрена фильтрация растворов при заполнении ванн;
Конструкцией ванны химической обработки предусмотрен режим скоростного слива раствора 
кислот в промежуточную ёмкость, душирование кассеты с кварцевыми деталями посредством 
распылителей деионизованной водой в пространстве 8D: двойное диагональное, от верхнего края 
ванны вдоль широкой стенки к нижнему углу ванны; двойное вертикальное, от крышки ко дну 
ванны и от дна ванны к крышке ванны; двойное горизонтальное, от широких боковых стенок 
ванны к её центру и двойное горизонтальное от узких боковых стенок ванны к её центру;
Блок подачи химических реактивов обеспечивает автоматическое заполнение ванн и поддержание 
уровня, приемо-возвратную перекачку химического реактива в ходе  технологического процесса, 
слив отработанных химических реактивов в емкости для транспортировки на утилизацию;
Групповая обработка кварцевых деталей в специальных фторопластовых кассетах;
Операционное и межоперационное движение кассеты с кварцевыми деталями в линии 
производится линейным роботом в автоматическом режиме;
Контроль отмывки кассеты с кварцевыми деталями в ваннах промывки  деионизованной водой 
осуществляется с помощью измерения сопротивления воды;
Корпуса модулей агрегата технологической обработки и блоков подачи химреактивов выполнены  из 
полипропилена;                                       
Ванны для химобработки, проточные части и специальные кассеты,  контактирующие с реагентами 
и деионизованной водой, изготавливаются из фторопластов  (Ф-4/Ф-2М/PTFE/PVDF/PFA);
Все рабочие ванны с нагревателями оснащены датчиками уровня и температуры.

Характеристики Ед. изм. ЛАДА-MQ

Количество ванн химической обработки шт. 2

Количество стоп-ванн шт. 2

Количество ванн промывки шт. 2

Количество позиций сушки шт. 1

Диапазон регулирования температуры реагентов в ваннах для  химической обработки 
0
С (18÷80)±2

Время быстрого слива реагента из стоп-ванны с менее 10

Время быстрого слива реагента из ванны химической обработки с менее 10

Габаритные размеры комплекса (ДхШхВ) мм 5680х1520х2300
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Дозирование и смешивание доз, состоящих из деионизо-
ванной воды и кислот в заданной пропорции и подачи полученной 
смеси к питающим емкостям оборудования химической обработки 
или емкостям хранения. [Представленная на фото модификация 
предназначена для получения смеси плавиковой и серной кислот и 
совместима с линией ЛАДА-MQ.]

автоматическая установка 
для смешивания и распределения кислот
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Назначение

Автоматическая установка для смешивания и распределения кислот совместима с автоматизи-
рованными линиями химической обработки;
Объемы емкостей для кислот и готового раствора обеспечивают нормальный режим работы линии 
химической обработки и установки смешивания и распределения кислот без необходимости 
осуществления ручного долива и/или смешивания кислот; 
Программное обеспечение и система управления установки для смешивания и распределения кислот 
совместимо и адаптировано с программным обеспечением и системой управления автоматизи-
рованной линией химической обработки, на которую осуществляется подача реактива;
Модуль смешивания обеспечивает дозирование деионизованной воды, дозирование кислот, 
перемешивание химических растворов емкости смешивания с помощью мембранного насоса и 
статических смесителей, фильтрация ДВ. (рейтинг фильтрации 0,5 мкм);
Модуль загрузки предназначен для установки емкостей с кислотами и подключение к ним 
соответствующих всасывающих патрубков от мембранных фторопластовых насосов, перекачка 
кислот в дозаторы, фильтрация дозируюмых растворов (рейтинг фильтрации 0,5 - 5,0 мкм.);
Пневмопанель предназначена для приема сжатого воздуха, приема управляющих пневмосигналов от 
пневмоклапанов с электронным управлением, формирования управляющих пневмосигналов для 
пневматических мембранных насосов;
Установка укомплектована защитными операционными перачтками (4 пары).

Модуль 
смешивания

Панель оператора
и пневмопанель

Модуль
загрузки
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Характеристики Ед. изм. ЛАДА-MIX

Режим работы тип автомат./полуавт.

Материал корпуса установки тип белый полипропилен

Материал емкостей для кислот тип полиэтилен

Материал ванны смешивания кислот тип PVDF/ETFE

Материал насосов для перекачки кислот тип фторопласт

Материал трубопроводов для перекачки кислот тип фторопласт

Диапазон регулирования температуры раствора кислот
0
С 25 ÷ 35

Точность регулирования температуры раствора кислот
0
С ±5

Трап для перемещения персонала (комплект) шт. 1

Материал трапа для перемещения персонала тип полипропилен

Защитное ограждение (комплект) шт. 1

Материал защитного ограждения тип поликарбонат

Душ и фонтанчик для экстренной нейтрализации химических реагентов в ванне химической шт. 1

Электропитание:

 - сеть переменного тока В 380/220

 - частота Гц 50

Потребляемая мощность, не более кВт 1

Вес установки, не более кг 1000

Габаритные размеры ДхШхВ мм 3000х1200х2100
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Назначение

Химическая обработка пластин в растворах соляной, 
серной, азотной кислот, перекиси водорода, аммиака и их 
смесей, с последующей промывкой в деионизованной воде. 
Установки могут быть укомплектованы системой получения 
ультрачистой воды по ОСТ 11029.03-80, ASTM D5127-13.

химическая обработка пластин и подложек

* на примере ЛАДА-М 4.12.100

*

для химической обработки в смеси КАРО - 1 шт;

для химической обработки в перекисно-аммиачном растворе (ПАР) - 3 шт;

для химической обработки в растворе плавиковой кислоты (HF) - 1 шт;

«стоп-ванна» (СВ) - 4 шт;

ванна финишной промывки (ФП) - 2 шт;

малая ванна для отмывки носителей кассет (МВ) - 1 шт.
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Установки серии ЛАДА-М представляют собой линию, состоящую из модулей, каждый из которых 
включает в себя технологические позиции ( 6, 7, 20 или 30 литров);
Модульность системы позволяет варьировать технологическими позициями под конкретные 
требования заказчика (под конкретный технологический процесс);
Загрузка-выгрузка кассет с пластинами, перемещение кассет между технологическими ваннами 
осуществляется вручную;
Ванны для химической обработки оснащены «азотным ножом» для направления химических 
паров при открытой крышке, от оператора в вытяжную вентиляцию;
Ванны для химической обработки изготовлены из фторопласта (или футеруются  покрытием 

®Tefzel ), проточные части, контактирующие с реагентами и деионизованной водой, 
изготавливаются из фторопласта, станины модулей и ванны промывки выполнены из 
полипропилена;
Для поддержания температурного режима рабочих ванн используются нагревательные элементы, 
спроектированные для работы с химически-агрессивными реактивами (имеют фторопластовую 
оболочку);
Контроль отмывки пластин в ваннах каскадной промывки с деионизованной водой 
осуществляется с помощью измерения сопротивления воды, которое производится с помощью 
кондуктометрического датчика, расположенного в кармане перелива;
Каждый технологический модуль оснащается фильтр-вентиляционным модулем для подачи 
ламинарного потока воздуха;
Установка может быть укомплектована системой получения ультрачистой воды по ОСТ 
11029.003-80, ASTM D5127-13.

Особенности
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Типы используемых ванн 



Технологический процесс 
на примере установки ЛАДА-М 4.12.100

КАРО С.В. ПАР С.В.

Ф.П. М.В.

HF С.В.
ПАР ПАР С.В.

Ф.П.

Диаметр обрабатываемых круглых пластин мм 100 (опционально 150, 200)

Размер обрабатываемых прямоугольных подложек мм от 48х60 до 200х200

Объем ванн л 6, 9, 20, 30

Характеристики Ед. изм. ЛАДА-М 

Расшифровка моделей установок

ЛАДА-М 4.12.100

серия

количество модулей количество ванн

размер обрабатываемых пластин

34

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь
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Линия химической обработки полупроводниковых пластин 
предназначена для химической обработки полупроводниковых 
пластин диаметром 76 мм и 100 мм в растворах фтористо-
водородной (плавиковой), серной, азотной кислот и их смесей, с 
последующей промывкой в деионизованной воде

Назначение

Линия состоит из двух модулей, трех шкафов подачи химических реактивов и одного шкафа для 
подогрева деионизованной воды;
Управление модулями линии на основе пневмо-гидравлических  элементов;
Ванны химической обработки (ХО) выполнены из фторопласта. Объем 6 л. Оснащены системой 
«азотный нож». Наполнение ванны деионизованной водой (ДВ) и реактивами осуществляется при 
помощи пневмоуправляемых химически стойких клапанов;
Нагрев реактива в ванне ХО осуществляется посредством двух фторопластовых погружных 
нагревателей напряжением электропитания 24 В и потребляемой мощности 500 Вт;
Аварийный контроль верхнего уровня реактива с помощью химически стойкого высоко-
температурного поплавкового датчика, а нижнего уровня реактива с помощью выключателя;
Контроль рабочего уровня реактива с помощью прецизионного датчика давления;
Слив отработанного раствора в КЩК осуществляется смесителем эжекторного типа;
Стоп-ванна выполнена из полипропилена. Объем 6 л. Наполнение стоп-ванны ДВ через 
пневмоуправляемые клапаны (душ и донный);
Слив отработанной ДВ в соответствующий трубопровод через пневмоуправляемый клапан.
Ванны промывки выполнены из полипропилена. Объем 6 л. Наполнение ванны промывки ДВ 
через пневмоуправляемый клапан. Ванна промывки обладает двумя донными линейными 
форсунками для барботирования;
Слив отработанной ДВ в соответствующий трубопровод через верхний специальный бортовой 
канал, сопротивление отработанной ДВ определяется датчиком кондуктометра и  прибором 
Сириус;
Блок нагрева ДВ включает в себя три термостата с теплообменниками;
Блок подачи химраствора обеспечивает подачу и фильтрацию химреактива из емкости с 
подготовленным реактивом в соответствующую ванну химической обработки.

Ванны обработки

линия химической обработки полупроводниковых пластин
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Характеристики Ед. изм. ЛАДА-M 2.6.100

Диаметр обрабатываемых пластин мм 76, 100

Тип обработки пластин тип групповой в кассете

Количество пластин в кассете шт. 25

Количество кассет с пластинам размещаемых в ванне шт. 1

Способ загрузки/выгрузки кассет тип ручной

Диапазон регулирования температуры хим. реагентов в ванне химической обработки
0С 30 ÷ 140

Точность регулирования температуры хи. реагентов в ванне химической обработки
0
С ± 1

Количество блоков подачи химических реактивов шт. 3

Количество фторопластовых ваннх имической обработки шт. 3

Количество полипропиленовых стоп-ванн шт. 1

Количество полипропиленовыхванн промывки в деионизованной воде, шт.: шт. 2

Общее количество ванн, шт.: шт. 6

Количество приборов для измерения и регулирования температуры химического раствора шт. 3

Количество приборов для измерения проводимости деионизованной воды шт. 1

Количество фильтровентиляционных модулей шт. 2

Силовой шкаф шт. 1

Блок подачи химического раствора шт. 1

Мощность потребляемая, не более кВт 25

Масса линии, не более кг 1870

Габаритные размеры ДхШхВ мм 2040х1150х2100

Характеристики Ед. изм. ЛАДА-M 2.6.100

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь
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линия химической обработки полупроводниковых пластин

Назначение

Характеристики Ед.изм. ЛАДА-М 1.5 ФШ

центрифуга для сушки
фотошаблонов

ванны химической 
обработки

на платформе 
покачивания

Модуль физико-химической обработки полупроводниковых 
пластин предназначен для проведения технологического процесса 
химической обработки проэкспонированных фотошаблонных 
заготовок с типоразмерами (мм) 127х127х2,24; 152,4х152,4х6,35 и 
178х178х3,1, а именно: проявления резиста, травления хрома, 
обработка в стабилизирующем растворе, снятие фоторезиста с 
последующей промывкой в деионизованной воде и сушкой 
методом центрифугирования и обдувом азотом.

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

Сменные комплекты ванн химической обработки фотошаблонов для каждого из типоразмеров 
фотошаблонов;
Одновременно в рабочей зоне модуля могут располагаться 4 ванны химической обработки 
фотошаблонов из любого Комплекта;
Ванны химической обработки фотошаблонов изготавливаются из фторопласта Ф4;
Ванны химической обработки фотошаблонов оснащаются фторопластовыми съемными крышками;
Пистолет-распылитель для подачи деионизованной воды в ванну промывки;
Пистолет для подачи азота для проведения технологической операции обдува фотошаблонов азотом 
при сушке;
Пистолет-распылитель для профилактической промывки ванн химической обработки и внутреннего 
пространства модуля деионизованной водой;
Платформа покачивания имеет 4 посадочных места для размещения 4-х ванн химической обработки 
и их фиксации при осуществлении покачивания платформы;
Центрифуга оборудована планшайбой для размещения и фиксации фотошаблонов всех трех 
типоразмеров. На планшайбе единовременно может размещаться только один фотошаблон.
Одна из позиций для установки ванны обработки оснащена подсветкой  для контроля процесса

Размеры обрабатываемых фотошаблонов мм
127×127×2,24 

152,4×152,4×6,35
178×178×3,1

Тип обработки фотошаблонов тип индивидуальный

Способ загрузки/выгрузки фотошаблонов в ванны химической обработки тип
вручную с применением

оснастки

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 1

Масса, не более кг 600

Габаритные размеры установки, (ДхШхВ) мм 1700х850х1700
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установка разделения
отработанных травильных растворов

Установка предназначена для приема отработанных 
концентрированных  растворов травления,  нейтрализации, 
осаждения   в виде  осадка (твердая фаза)  и получения раствора   
пригодного для разбавления и слива в общую  канализацию 
предприятия в соответствии с ПДК на сточные воды.

Назначение

Установка ЛОС-mini спроектирована  по модульному принципу.  Она включает в себя функциональные 
модули, расположение и выбор которых зависит от решаемой задачи:
модуль хранения-подачи реагента с датчиками уровня и дозирующим насосом  по одному на каждый 
реагент;
модуль сбора отработанного раствора, включающий емкость, прибор контроля уровня, насос-дозатор;
модуль реакторный с реактором, мешалкой,  универсальным держателем датчика состава, 
циркуляционным насосом;
модуль доочистки с фильтром сорбционным загрузочным;
применяемый реагентный метод очистки  обеспечивает нейтрализацию отработанных концентри-
рованных растворов до слива в канализацию в соответствии с ПДК на сточные воды. 
  

Технологические особенности
Установки могут применяться для очистки концентрированных растворов и сточных вод:

гальванического производства
травления печатных плат

травления кварцевого стекла и хрусталя
травления ситалловых подложек.

Применение
Гальваническое производство.

Осаждением могут быть выделены хром, железо, никель, цинк, медь, кадмий, кобальт, свинец, фтор, 
берилий, фосфаты и другие компоненты.
Цианосодержащие сточные воды.

Разделение и обработка циансодержащих сточных вод производится окислением цианидов до цианатов 
с последующим их гидролизом.
Хромсодержащие сточные воды.

Удаление соединений хрома на первом этапе осуществляется переводом шестивалентного хрома в 
трехвалентный, на втором — трехвалентный хром переводится в осадок в виде гидроокисей.
Травление печатных плат в  сульфатном медно-аммиачном травителе.

Утилизация возможна двумя методами : химическим и электрохимическим. 

Особенности



Особенности

Назначение

Установка предназначена для химической обработки пластин 
сапфира диаметром 100 мм и 150 мм в растворах азотной, соляной, 
серной, ортофосфорной кислот, перекиси водорода и их смесей с 
последующей промывкой в деионизованной воде.

Диаметр обрабатываемых пластин мм 100, 150

Количество одновременно обрабатываемых пластин:

 - для пластин Ø 100 мм шт. 50

 - для пластин Ø 150 мм шт. 25

Размеры (внутренние) фторопластовой ванны (ДхШхВ), не менее мм 240х360х285

Размеры (внутренние) полипропиленовой ванны (ДхШхВ), не менее мм 240х360х285

Длительность одного цикла обработки:

 - в фторопластовой ванне мин 1 ÷ 99

 - в стоп-ванне мин 1 ÷ 20

 - в ванне промывки мин 1 ÷ 30

Длительность слива отработанной деионизованной воды из стоп-ванны с 10

Количество циклов обработки в стоп-ванне шт 1 ÷ 7

Дискретность задания и регулирования временных интервалов мин 1

Диапазон регулирования температуры химреагентов в фторопластовой ванне
0С 40 ÷ 150

Предел отклонения температуры химреактивов по объему ванны 0С 5

Диапазон регулирования температуры деионизованной воды блоком нагрева 
0
С 40 ÷ 60

Кол-во фторопластовых ванн для обработки в растворах хим. реагентов шт. 3

Количество полипропиленовых стоп-ванн шт. 2

Количество полипропиленовых ванн промывки в деионизованной воде шт. 1

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2552х930х2362

Характеристики УХО-ПСЕд. изм. 

Сенсорная панель управления;
Устройство для измерения  проводимости деионизованной воды и водородного показателя pH;
2 блока для подачи очищенного воздуха в зону химобработки, 3 блока подачи химических реактивов и 
3 блока нагрева деионизованной воды, 3 прибора для измерения и регулировки температуры  
химического раствора;
Наличие азотного барботажа в ваннах травления для улучшения равномерности обработки;
Наличие азотного «ножа» под ваннами травления, исключающего попадание паров травления в зону 
обслуживания.

установка химической обработки
пластин сапфира

УХО-ПС
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*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь
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Назначение

Химическая обработки пластин и подложек размером 48х60 мм в 
органическом растворителе (спирт изопропиловый ГОСТ 9805-84) с 
последующей промывкой в деионизованной воде.

установка обработки
в органических растворителях

Особенности

Размер обрабатываемых пластин мм 48 х 60

Тип обработки пластин групповой в кассете

Количество пластин в кассете шт. 11

Количество кассет размещаемых в ванне шт. 6

Способ загрузки/выгрузки кассет ручной

Диапазон регулирования температуры хим. реагентов в ванне хим. обработки
0С 30 ÷ 140

Точность регулирования температуры хим. реагентов в ванне хим. обработки 
0С ± 2

Количество ванн химической обработки
шт. 1Количество стоп-ванн

Количество ванн промывки

Объем ванн л ≤40

Объем емкости для органического растворителя л ≤50

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 10

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более мм 2200х1200х2035

Характеристики УООР-150МЕд. изм. 

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

УООР-150М

ванны обработки

Промывка деионизованной водой в стоп-ванне (душ, объемная промывка, быстрый слив);
Промывка деионизованной водой в ванне промывки (в проточной воде);
Контроль качества промывки в ванне финишной промывки;
Установка подключается к системе приточно-вытяжной вентиляции;
Нагрев, фильтрация и рециркуляция органического растворителя происходит в специальном блоке;
Фильтрация органического растворителя осуществляется посредством рециркуляции потока через 
титановый или нержавеющий картриджи (спеченные);
Нагрев органического растворителя осуществляется посредством рециркуляции потока через 
теплообменник размещенный в объеме кремнийорганической жидкости нагретой спиральным 
фторопластовыми погружными нагревателями;
Материал ванн, теплообменника, корпуса основного модуля, блока фильтрации, нагрева и 
рециркуляции – нержавеющая сталь;
Ванна химической обработки имеет специальный кожух для рециркуляции дополнительного потока 
нагретой кремнийорганической жидкости;
Ванна химической обработки располагает водоохлаждаемыми нержавеющими полукрышками (для 
конденсации паров органического растворителя и стекания обратно в ванну) и азотным «ножом».



Особенности

Назначение

Удаление фоторезистивных масок в технологии производства 
изделий электронной техники и МЭМС после операций формирования 
тополо-гического рисунка с пластин диаметром 100, 150 мм.

Плазмохимическая  очистка  поверхности  металлических  и 
металло-керамических изделий, применяемых в электронной технике.

Удаление фоторезиста вне зоны газового разряда; 
Групповая двухсторонняя обработка пластин;
Контроль и автоматическая подстройка элементов согласующего устройства;
Предварительный ИК нагрев обрабатываемых изделий; 
Система ВЧ питания на основе импортного радиочастотного генератора;
Вакуумная система на базе сухого механического насоса с вакуумметром типа «Баратрон»;
Устройства мягкой откачки и разгерметизации реактора для исключения турбулентных потоков;
Двухуровневая система управления, удаленный доступ через Internet;
Автоматический  регулятор давления;
Блок газовый, имеющий три канала, включающих отечественные регуляторы расхода газа, ручные 
запорные краны, регуляторы давления, манометры, электромагнитные клапаны;
Фронтальная панель установки встраивается в чистое помещение класса Р4(10), Р5(100) по ГОСТ Р 
50766-95. 

плазмохимическое удаление фоторезиста

Характеристики Плазма-150МТЕд. изм. 

Количество одновременно обрабатываемых пластин шт. 15

Максимальный размер обрабатываемых пластин мм 150

Диапазон регулирования давления в камере обработки Па 50 ÷ 150

Мощность ВЧ-генератора Вт 1000

Частота ВЧ-генератора МГц 13,56

Точность поддержания заданного давления % ±2

Точность поддержания заданного расхода % ±2

Температура предварительного разогрева пластин
0
С 50 ÷ 200

Скорость удаления фоторезиста с пластин диаметром 100 мм, не менее нм/мин 50

Максимальная потребляемая мощность, не более кВт 9

Средняя потребляемая мощность во время обработки пластин кВт 4

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 1245х1190х1775

ПЛАЗМА-150МТ
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*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь
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камера

блок газовый 

панель управления

пневматическая панель
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Особенности
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Назначение

Плазмохимическое травление пленок SiO , ФСС, поли-Si, Si N  2 3 4

через фоторезистивную маску с высокой скоростью, равномерностью и 
точностью. Позволяет формировать минимальный размер тополо-
гического рисунка до 0,6 мкм.

Индивидуальная обработка с автоматической загрузкой/выгрузкой пластин из кассеты в кассету;
Комбинированная система возбуждения плазмы РИТ-ПХТ;
Автоматический контроль расхода газов, давления, ВЧ-мощности;
Контроль параметров технологического процесса, осуществляемый промышленным компьютером;
Технологические решения, примененные в установке, защищены патентами.

ПЛАЗМА-150

зона выгрузки 
кассеты с пластинами

Характеристики Плазма-150Ед. изм. 

Количество одновременно обрабатываемых пластин шт 1

Диаметр обрабатываемых пластин мм 100, 150

Кинематическая производительность, не менее пл./час 50 ÷ 60

Скорость травления SiO2 мкм/мин 0,2 ÷ 0,6

Неравномерность травления % ± 5

Мощность ВЧ-генератора, не менее Вт 1000

Частота генератора МГц 13,56

Рабочее давление в реакторе  Па 200 ÷ 600

Количество газовых каналов      шт. 3

Требования к подключаемым коммуникациям:

 - Сжатый воздух:

    давление, не менее МПа 0,45 ÷ 0,60

    расход
3м /с

-55х10

 - Водопроводная вода: 

    давление МПа 0,2 ÷ 0,4

    расход
3

м /час 0,2

 - Вентиляция вытяжная
3м /час 15

Электропитание:

 - cеть трехфазного переменного тока В 380/220

 - частота Гц 50

Габаритные размеры блока управления (ДхШхВ) мм 570х700х1500

Габаритные размеры блока обработки (ДхШхВ) мм 1820х900х1350
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

автомат скоростного 
плазмохимического травления
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Особенности

Назначение

Плазменная обработка широкого спектра изделий электронной 
техники с целью удаления органических веществ, оксидов и активации 
поверхности.

Низкочастотная генерация позволяет получить более высокую плотность ионов на единицу площади 
поверхности; в системах с низкочастотным возбуждением плазмы нет теневых зон, возникающих в 
ВЧ-системах при расположении изделий одного над другим;
Обработка изделий осуществляется в однородном ламинарном потоке низкочастотной плазмы;
Большая загрузочная камера, позволяющая производить обработку габаритных изделий, либо 
большого числа малых изделий в одном цикле;
Горизонтальные электроды (держатели изделий) устанавливаются на разных уровнях камеры 
обработки, при этом реализуются различные режимы обработки, от РИТ до обработки вне зоны 
плазмы;
Возможность проведения процесса очистки изделий, чувствительных к повышенным температурам;
Возможность обработки изделий микроэлектроники, чувствительных к заряженным частицам;
Система управления на базе промышленного контроллера.

Сферы применения
Модификация поверхности для улучшения адгезии;
Подготовка поверхности перед выполнением ультразвуковой/термозвуковой сварки;
Удаление органических веществ и флюса с поверхности;
Удаление остатков фоторезиста и загрязнений с поверхности пластин;
Очистка корпусов микросхем и открытых схем перед разваркой;
Улучшение совместимости с биологическими средами.

плазмохимическая очистка

ПЛАЗМА-500М

         камера

Мощность НЧ-генератора Вт 1000

Частота НЧ-генератора кГц 40 ÷ 80

Рабочее давление Па 20 ÷ 100

Рабочая температура, не более
0
С 145

Количество газовых каналов шт. 3 (+1 опционально)

Точность поддержания заданного расхода газа % ±2

Максимальный размер изделий, подвергаемых обработке мм 360х350х180

Максимальная потребляемая мощность кВт 2

Внутренние размеры камеры обработки (ДхШхВ) мм 440х437х250

Объем рабочей камеры л 45

Количество программ обработки изделий шт. 12

Габаритные размеры (ДxШxВ) мм 769х625х1800

Характеристики ПЛАЗМА-500МЕд. изм. 

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Высокоинтегрированная элементная база ведущих мировых производителей;
Малая потребляемая мощность;
Высокие метрологические характеристики;
Измеритель КВК.ДИЦ.Э-16-001 имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений 
( RU.C.34.061.A № 69435).

Назначение

Измеритель статических и динамических параметров микросхем 
КВК.ДИЦ.Э-16-001 предназначен для измерения статических и 
динамических параметров цифровых интегральных микросхем в 
условиях серийного производства. Возможность работы  в  едином  
измерительно–испытательном  комплексе  с автоматическими 
загрузчиками и климатическим испытательным оборудованием 
(сортировщики, проходные камеры и т.д.).

КВК.ДИЦ.Э-16-001
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Особенности

к
о
н

т
р
о
л
ь
н

о
-и

з
м

е
р
и

т
е
л
ь
н

о
е
 о

б
о
р
у
д

о
в
а
н

и
е

Характеристики Ед. изм. КВК.ДИЦ.Э-16-001

Диапазон периода следования импульсов генератора нс
-620 ÷ 100•10

Погрешность задания периода нс ± 0,01 t  + 1п

Диапазон задержки импульсов генератора фаз нс 0,5 ÷ 99999 

Дискретность задания задержки нс 0,2

Погрешность задания задержки нс ± 0,01 t  + 0,5 з

Диапазон длительности импульсов фаз нс 10 ÷ 99999

Дискретность задания длительности импульса нс 0,2

Погрешность задания длительности импульса нс ± 0,01 t + 0,5д

Количество фаз генератора импульсов шт. 3 - 12

Диапазон задержки генератора стробов нс 0,5 ÷ 99999

Дискретность задания задержки стробов нс 0,1

Погрешность задания задержки стробов нс ± 0,01 t  + 0,5 3

Количество каналов стробов шт. 2 - 8

Частота генератора произвольных последовательностей МГц 50

Емкость памяти хранения информации, переключения (вход/выход) и маскирования 
на каждом выводе

бит I/O 256K (1M)

Диапазон напряжений, задаваемых драйвером В -0,5 ÷ 6,5 (0 - +15)

Погрешность задания уровней драйвером мВ ± 1% +10 (±1% + 20 мВ)

Разброс положения выходных сигналов между выводами нс ±1

Диапазон контролируемых уровней компаратором В -0,5 ÷ +6,5 (0 - +15)

Погрешность контроля компаратора, не более мВ ±1% +10 (±1% + 20 мВ)

Количество выводов шт. 16 - 64
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

*

*

PC

серии КВК
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серии ТПТД и ИПТМС 

ТПТД-1

Назначение

ТПТД-1 - предназначен для контроля статических и динамических 
параметров транзисторов и диодов.

ИПТМС - предназначен для измерения статических и динами-
ческих параметров транзисторных сборок с количеством выводов 
контролируемых изделий до 16. 

Особенности
ТПТД-1:

Наличие 2 рабочих мест, обеспечивающих работу с автоматическими загрузчиками и проходными 
камерами, и одно рабочее место для измерения модуля коэффициента передачи с ручной загрузкой.
Тестер обеспечивает контроль емкости коллекторного перехода С емкости эмиттерного перехода С , К Э

постоянной времени обратной связи на ВЧ Ƭ  на одном рабочем месте. К

ИПТМС:
Наличие 3 рабочих мест, обеспечивающих работу с автоматическими загрузчиками и проходными 
камерами, и одно рабочее место для измерения модуля коэффициента передачи с ручной загрузкой.
Интерфейс для подключения внешних устройств с количеством каналов управления   не менее 5.

Характеристики Ед. изм. ИПТМС

Источники-измерители обеспечивающие: шт. 3 6

-Диапазон измерения напряжения В ± (0 ÷ 20,0), мин. поддиап. ± (0 ÷ 0,25) ±(0÷20)

-Основная погрешность ± (0,1 + 0,2 Ак/Ах) %

-Диапазон измерения тока мА ±(0÷2000), мин. поддиап. ±(0÷0,05)мкА ±(0÷500)

-Основная погрешность ± (0,5 + 0,2 Ак/Ах) %

-Диапазон задания напряжения В ± (0 ÷ 20,0), мин. поддиап. ± (0 ÷ 2,5) ± ( 0 ÷ 20,0) В 

-Основная погрешность ± (0,1 + 0,2 Вк/Вх) % 

-Диапазон задания тока мА ±(0÷2000), мин. поддиап. ±(0÷0,2)мкА ± ( 0 ÷ 500) мА

-Основная погрешность ± (0,5 + 0,2 Вк/Вх) % ± (0,5 + 0,2 Вк/Вх) % 

Источники-измерители обеспечивающие: шт. 1 2

-Диапазон измерения напряжения В ± ( 0 ÷ 120,0)  ± ( 0 ÷ 60,0)

-Основная погрешность ± (0,1 + 0,2 Ак/Ах) %

-Диапазон измерения тока мА ± ( 0 ÷ 100) ± ( 0 ÷ 500)

-Основная погрешность ± (0,5 + 0,2 Aк/Aх) % 

-Диапазон задания напряжения В ± ( 0 ÷ 120,0) ± ( 0 ÷ 60,0)

-Основная погрешность ± (0,1 + 0,2 Вк/Вх) %

-Диапазон задания тока мА ± ( 0 ÷ 100) ± ( 0 ÷ 500)

-Основная погрешность ± (0,5 + 0,2 Вк/Вх) % 

Обеспечивает контроль/измерение стат. парам. I , I , I , U ,U , H , U  с характеристиками и в КБ0 КЭR ЭБ0 КЭнас  БЭнас 21Э кэ0гр

диапазонах, определенными характеристиками источников

Обеспечивает контроль/измерение контроль модуля коэффициента передачи тока на высокой частоте |h | 21э

на частоте 100 МГц

Обеспечивает контроль/измерение t ,  t ,  t , t , t ,  t  в рас вкл выкл нр сп зд

диапазоне от 10 до 300 нс
t   в диапазоне от 10 до 300 нсрас

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

ТПТД-1





ПКВ-4

Удобная сенсорная система управления (для ПКВ-2М)

Пенал для спутников-носителей с микросхемами

Размеры базовой площадки спутника-носителя мм 94х94 63х63 32х32 / 51х51

Емкость накопителя спутников шт. 15 68 15 / 10

Производительность при времени выдержки 
изделия в темп. режиме 10 мин  шт./час 90 408 90 / 60

Диапазон воспроизводимых температур
0С - 60 ÷ + 150

Отклонение температуры в рабочей зоне от 
заданного значения при установившемся режиме:

0 - 60 ÷ + 100 С 0С ± 3
0 + 100 ÷ + 150 С

0С ± 5

Колебание температуры в зоне регулирования 0С ± 1

Максимальное время достижения установившихся 
тепловых режимов мин не более 50

Время стабилизации температуры в рабочей зоне мин 45

Аварийное отключение источников тепла-холода 
при отклонении температуры  в камере 

0C ± 10 (от заданного значения)

Количество групп сортировки шт. 3 4 2

Мощность, потребляемая установкой, не более кВт 1,4 1,3 1,2

Мощность, потребляемая в установившемся режиме кВт 1,2 0,6 0,6

Масса, не более кг 150 200 200

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 1000х600х1470 845х645х1895 748х572х1760

Характеристики Ед. изм. ПКВ-4 ПКВ-5 ПКУ-1М
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*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

Спутник-носитель для микросхем

ПКВ-3

ПКУ-1М



Особенности

Назначение

Камера предназначена для проведения статического и функци-
онального контроля транзисторов, диодных сборок при температурах -

070 ÷ +150 С, а так же сортировке их на годные и брак при совместной 
работе с измерителем.

Высокая производительность;
Низкое энергопотребление;
Быстрое достижение предельных значений температур;
Аварийное отключение источников тепла и холода при отклонении температуры в рабочей зоне;
Для эксплуатации камеры необходимо подключение к линии жидкого азота особой чистоты по ГОСТ 

2 29293-74 сорт 1 под давлением 0,3 кгс/см , а так же к линии сжатого воздуха с давлением 4 кгс/см , 
не хуже 7 кл. загрязненности по ГОСТ 17433-80;
Возможна:
 - подача диодных сборок в камеру из вибробункера или пенала;
 - выгрузка диодных сборок и транзисторов в «навал» на «годные и брак»;
 - изготовление проходных камер ПК КТ по техническому задания заказчика.

испытания транзисторов и диодных сборок
в плоских прямоугольных корпусах

49

ПК КТ-1

КТ-28 (ТО-220)

для ПК КТ-1

Совместимые типы используемых корпусов тип
КТ-28

(ТО-220) 

Емкость накопителя для диодных сборок шт. 225

Производительность камеры при времени выдержки изделий 10 мин. шт./час 1335

Количество групп сортировки шт 2

Диапазон воспроизводимых температур
0
С -70 ÷ +150

Отклонение температуры в рабочей зоне камеры от заданного значения в диапазоне 
0от -70 ÷ +150 С, не более  

0С

0±3 (-70 ÷ +100 С)
0±5 (+100 ÷ +150 С)

Время достижения предельных значений температур мин

0
30 (-70 С)

0
40 (+150 С)

Время стабилизации заданной температуры мин 20

Отклонение температуры в контрольной точке 0
С ±1

Диапазон задания температуры при срабатывании функции «Нарушения темп.» 0
С ±3 ÷ ±10

Аварийное отключение при отклонении температуры от заданной, более чем на 0С ±10

Потребляемая мощность, не более кВт
1,2 (максимальная)

0,6 (установившемся режиме)

Масса, не более кг 150

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 500х710х1700

Характеристики ПК КТ-1Ед. изм. 

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь
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*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



TO-267SOT-199ТО-247 

КТ-28 (ТО-220) (КТ-27) ТО-126 (КТ-43-1) ТО-218 КТ-13

(КТ-92) ТО-251 SOT-32

 КТ-97

КТ-97
КТ-27

(ТО-126)
КТ-43-1
(ТО-218 )

КТ-13 ТО-247 SOT-199 TO-267 SOT-32
КТ-92 

(TO-251)

до 310

1650

до 4

500х710х1700

34

Камеры серии ПК КТ

-70 ÷ +150
0±3 (-70 ÷ +100 С)

0±5 (+100 ÷ +150 С)

0
30 (-70 С)

0
40 (+150 С)

20

±1

±3 ÷ ±10

±10

1,2 (максимальная)
0,6 (установившемся режиме)

150

Совместимые  типы  корпусов  для  работы  с  камерами  серии  ПК КТ

Вариант автоматической загрузки изделий в камеру из пенала

50

Вибробункер для автоматической ориентации 
 и загрузки изделий (для КТ-28)



Назначение

Предназначен для проведения электротермотренировки микросхем 
556РТ4А, 556РТ5, 556РТ7А, 556РТ161.

Под управлением ПК стенд обеспечивает: 
- проверку контактирования микросхем,  установленных  в КУ модулей загрузки, с источниками 
задания адресных сигналов и сигналов управления с отображением на экране монитора номера 
позиции модуля загрузки и номера позиции,  не контактирующей микросхемы в модуле загрузки;
- функциональный контроль микросхем в течении всего цикла ЭТТ, а также ведение протокола 
отказов с указанием позиции отказавших ИС, подсчет количества годных и бракованных  после 
ЭТТ.
В стенде установлены источники питания и подсистемы задания тестовых воздействий;
Модули загрузки разбиты в стенде на 3 зоны по 5 модулей в каждой зоне. Стенд обеспечивает 
независимую работу и независимое питание модулей каждой из зон с возможностью отключения зоны 
при отсутствии необходимости ее использования;
Стенд обеспечивает независимую работу и независимое питание модулей каждой из зон с 
возможностью отключения зоны при отсутствии необходимости ее использования.

Полезный объем камеры
3м 0,11

Количество плат загрузки шт. 15

Основные рабочие температуры °С +70, +100, +125, +150

Время достижения  предельных значений воспроизводимой температуры, не более мин 90

Время стабилизации заданного температурного  режима, не более мин 30

Отклонение  температуры в  полезном объеме камеры  от заданного значения, не 
более

°С
±3 (+70°С – 100°С)

±5 (+100°С – +150°С)

Колебания температуры в точках полезного объема камеры, не более °С ±2

Число располагаемых интегральных микросхем на одном модуле загрузки  не более шт. 36

Количество зон в модуле загрузки шт. 3

Количество модулей в каждой зоне шт. 5

Количество источников питания на 5 модулей шт. 1

Напряжение источника питания В 5,5±0,1

Ток нагрузки источника питания, не более А 60

Число каналов задания импульсных воздействий на один модуль загрузки  шт. до 23

Диапазон задания амплитуды импульсов В 2,5 – 5

Габаритные размеры полезного объема камеры тепла (ДхШхВ) мм 550х315х620

Габаритные размеры камеры тепла (ДхШхВ) мм 590х520х702

Масса, не более кг 350

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 1100х1150х1330

Характеристики СЭТТ ИМЭ-600-023
(модель 03)Ед. изм. 

СЭТТ ИМЭ-600-023 (модель 0.3)

электротермотренировка
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Особенности
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*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



Назначение

Электротермотренировка интегральных микросхем различного 
функционального назначения.

Особенности
В полезном объеме камеры тепла стенда размещается 15 плат загрузки;
Стенд обеспечивает отдельное питание 5 плат загрузки в каждой из трех групп, а так же совместное 
питание всех 15 плат загрузки;
В стенде установлены устройства задания тестовых воздействий по одному на плату загрузки, которые 
обеспечивают следующие характеристики: длительность цикла обращения к испытуемым 
микросхемам задается в диапазоне от 1 мкс до 10 мкс с дискретностью 200 нс, амплитуда импульсов 
регулируется в пределах от 3 до 10 В;
Наличие 4 источников питания PSW7 30-72 и 6 PSW7 30-36;
Индикация состояния источников питания.

Полезный объем камеры 3
м 0,11

Основные рабочие температуры 0С +70, +100, +125, +150

Дискретность задания температуры 0С 1

Время достижения предельных значений воспроизводимой температуры, не более мин 90

Отклонение температуры в полезном объеме камеры от заданного значения в 
0диапазоне от +70 ÷ +100 С, не более

0С ±3

Время стабилизации заданного температурного режима после достижения
воспроизводимой температуры, не более мин 30

Количество источников питания для плат загрузки шт 4 ÷ 9

Потребляемая мощность, не более кВт 6,5

Габаритные размеры камеры тепла (ДхШхВ) мм 550х520х702

Габаритные размеры полезного объема камеры тепла(ДхШхВ) мм 550х315х620

Масса, не более кг кг 350

Габаритные размеры (LxBxH) мм 1100х1150х1330

Характеристики СЭТТ ИМЭ-600-023Ед.изм. 

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

СЭТТ ИМЭ-600-023
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Назначение

Стенды СЭТТ ИМЭ-601-020 (040) предназначен для проведения 
электротермотренировки средних и малых партий микросхем. 

Особенности
Рабочая зона рассчитана на установку 4 модулей загрузки размером до 315 х 590 мм;
Небольшой объем камеры тепла, обеспечивающий ускоренный выход на рабочий режим, достижение 
меньшего разброса по температуре, а также снижение расходов на электроэнергию;
Стенд позволяет вести журнал испытаний и построение графиков температурных режимов с их 
последующим отображением на экране ПК;
Возможна вертикальная установка дополнительной камеры с целью увеличения числа тренируемых 
изделий и экономии занимаемой площади;
Контроль воздушного потока в камере;
Контроль охлаждения плат УЗТ;
Отключение при превышении температуры в камере заданного порога 155 °С;
Сигнализация при превышении или снижении заданной температуры;
Датчик открытия двери;
Ведение журнала испытаний и ошибок;
Конфигурация параметров испытаний с помощью ПК.

камера на 4 платы

стенды электротермотренировки

СЭТТ ИМЭ-601-020 СЭТТ ИМЭ-601-040
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Диапазон рабочих температур
0
С +65 ÷ +150

0
Время выхода на режим (достижение +150 С) мин 50

Время стабилизации температуры мин 30
0

Отклонение темп. от заданного значения от +65 до +150 С 
0
С ± 1,5 

Колебание температуры в точке
0С ± 0,5

Дискретность задания температуры 0С 0,1

Количество независимых камер шт. 1 2

Полезный объем камер л 40 2х40

Максимальный размер платы загрузки мм 315 х 590

Количество плат загрузки в камерах шт. 4 2х4

Характеристики верификатора:

- число цифровых выходов (на 1 плату загрузки)     шт. 32

- число цифровых входов (на 1 плату загрузки)        шт. 32

- минимальный период тактового генератора платы нс 100

- время опроса тренируемых схем при максимальной загрузки 
верификатора (32 платы), не более

мин 1

- содержание протокола опроса
время тренировки, тип изделия, результат 

годен/не годен для каждого изделия на модуле 

Электропитание:

 - сеть переменного тока В 220

 - частота Гц 50

Мощность, потребляемая установкой кВт  0,8 ÷ 1,0

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 567х1125х1152 567х1125х2150

Характеристики Ед. изм. СЭТТ ИМЭ-601-020

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

СЭТТ ИМЭ-601-040
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Точность поддержания температуры.
Оптимальная конструкция воздуховода обеспечивает равномерность распределения температуры во 
всём полезном объёме, с отклонением температуры не более ±1.5°С от заданной.

Модульная конструкция. 
По желанию заказчика стенд может комплектоваться необходимым количеством независимых камер 
тепла. В случае необходимости эксплуатирующиеся стенды могут быть модернизированы путём 
установки дополнительных камер, минимизируя занимаемую площадь.

Несколько стендов в одном. 
Установленные в стенде камеры имеют свою теплоизоляцию и независимое управление. Это позволяет 
одновременно тренировать различные типы изделий в индивидуальных температурных режимах и 
временных интервалах. Вся информация о процессе испытаний выводится на дисплей стенда.

Экономичность. 
Конструкция камеры обеспечивает выход на заданный режим по температуре за малое время, 
использование теплоизоляционных панелей особой конструкции позволяет снизить тепловые потери и 
потребляемую мощность в рабочем режиме.

Совместимость с различными платами загрузки. 
Благодаря использованию универсальной рамки в камеру могут быть установлены платы загрузки 
длиной от 100 до 590 мм.

Безопасность работы. 
Стенд удовлетворяет всем требованиям безопасности, контролируя температурный режим внутри 
камер, скорость вращения вентиляторов охлаждения, несанкционированное открытие дверей.

Гибкость в настройке. 
Стенд позволяет задать уникальные параметры испытаний для каждой из камер с помощью единого 
промышленного контроллера.

Назначение

Стенд предназначен для проведения испытаний на воздействие 
повышенной температуры среды и испытаний на безотказность с 
возможностью функционального контроля тренируемых изделий.  

Отличительной особенность стенда является наличие нескольких 
независимых камер малого объёма, поэтому он оптимально подойдёт для 
использования  в НИИ, КБ и дизайнерских центрах, ориентированных 
на выпуск мелкосерийных партий радиоэлектронных компонентов. 
Опционально поставляется  с верификатором цифровых схем.

стенды электротермотренировки
с функциональным контролем

Особенности

СЭТТ ИМЭ-602-020

СЭТТ ИМЭ-602-040

СЭТТ ИМЭ-602-060

СЭТТ ИМЭ-602-080
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Диапазон рабочих температур
0
С +65 ÷ +180

0
Время выхода на режим (достижение +180 С) мин 30

Время стабилизации температуры мин 30
0

Отклонение темп. от заданного значения от +65 до +180 С 
 0- от +65 до +150 С 0С ± 1,5

 0- от +150 до +180 С 0С ± 2

Колебание температуры в точке
0
С ± 0,5

Дискретность задания температуры
0
С 0,1

Количество независимых камер шт. 1 2 3 4

Полезный объем камер л 20 2х20 3х20 4х20

Максимальный размер платы загрузки мм 315 х 590

Количество плат загрузки в камерах кВт 2 2х2 3х2 4х2

Характеристики верификатора:

- минимальный период тактового генератора платы нс 100

- время опроса тренируемых схем при максимальной загрузки 
верификатора (32 платы), не более

мин 1

- содержание протокола опроса
тип изделия, результат годен/не годен

для каждого изделия на модуле

- число цифровых выходов (на 1 плату загрузки) шт. 32

- число цифровых входов (на 1 плату загрузки) шт. 32
*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

Характеристики Ед. изм. 601-020

Контроль в процессе испытаний. 
В стенде СЭТТ ИМЭ установлен верификатор, который в реальном времени отслеживает 
параметры микросхем. Большинство существующих стендов ЭТТ не имеют этой возможности. 

Гарантия отбраковки. 
Использование верификатора исключает пропуск неисправных и отказавших изделий, 
гарантируя их отбраковку без проведения дополнительных измерений.

Удобство использования. 
Верификатор позволяет осуществлять контроль контактирования схем ещё до момента начала 
испытаний. Исключается ситуация, когда изделие установлено в модуль загрузки не надёжно.

Универсальность. 
Платы верификатора могут быть перепрограммированы с целью изменения режимов работы и 
достижения совместимости с различными типами тренируемых изделий.

Особенности верификатора

Контроль в процессе испытаний. 
В стенде СЭТТ ИМЭ установлен верификатор, который в реальном времени отслеживает 
параметры микросхем. Большинство существующих стендов ЭТТ не имеют этой возможности. 

Гарантия отбраковки. 
Использование верификатора исключает пропуск неисправных и отказавших изделий, 
гарантируя их отбраковку без проведения дополнительных измерений.

Удобство использования. 
Верификатор позволяет осуществлять контроль контактирования схем ещё до момента начала 
испытаний. Исключается ситуация, когда изделие установлено в модуль загрузки не надёжно.

Универсальность. 
Платы верификатора могут быть перепрограммированы с целью изменения режимов работы и 
достижения совместимости с различными типами тренируемых изделий.

Особенности верификатора

601-040 601-060 601-080

Устройство воздействий и контроля (верификатор) 
предназначено для совместной работы с платами загрузки 
интегральных микросхем (ИМС) в стендах ЭТТ.

Верификатор обеспечивает задание сигналов воздействий 
на испытуемые микросхемы, чтение и сравнение выходной 
информации, а также управляет выбором ИМС на плате 
загрузки при чтении.
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Назначение

Полуавтомат ВУК предназначен для вырубки микросхем из рамки, 
укладки их в спутники-носители (СН) и загрузки спутников в пеналы.

Полуавтомат ДУК предназначен для извлечения микросхем из 
спутников-носителей и укладки микросхем в ячейки кассеты.  Перенос 
крышки осуществляется   в специальный бункер.

В базовых вариантах полуавтоматы работают с спутниками-
носителями с базовой площадкой 19х25 мм или 32х32 мм.

Возможно изготовление оборудования для работы с другими 
размерами базовых площадок спутников-носителей.

Характеристики
Производительность шт./час 1800 1200

Размеры базовой площадки спутника-носителя мм 19х25 или 32х32

Мощность, потребляемая установкой, не более кВт 1

Масса, не более кг 110 150

Габаритные размеры (ДxШxВ) мм 1215х645х1400

Характеристики Ед. изм. ВУК 19х25ДУК 19х25

ВУК:
Подача микросхемы в рамке в зону вырубки осуществляется вручную;
Автоматическая подача корпуса СН в зону вырубки;
Автоматическая вырубка микросхем из рамки и укладка в корпус СН;
Автоматическая подача крышки СН в зону закрытия из вибробункера;
Автоматический закрытие крышки;
Автоматическая выгрузка СН с микросхемой в пенал.

ДУК:
Ручная загрузка пенала с СН с микросхемами;
Раскрытие крышки СН и укладка микросхем в ячейки кассеты производится в автоматическом 
режиме по заданной программе;
Установка и снятие кассеты с микросхемами осуществляется вручную;
Ручная выгрузка пенала с пустыми корпусами СН.

В результате внедрения возможно достижение следующих показателей на данных операциях:
Производительность труда увеличилась приблизительно в 14 раз;
Увеличение процента выхода годных микросхем на 6.7%;
Срок окупаемости оборудования 13 месяцев (при загрузке в 1 смену).

вырубка микросхем
из рамки

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

Экономический эффект

Особенности
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Ручная 
вырубка ИС из рамки и 

укладка в плоские кассеты

Ручная 
укладка вырубленных ИС 
в СН и монтаж крышки 

СН

Ручная 
укладка СН с ИС в пенал*

Ручные операции до внедрения 
автоматического оборудования

Автоматизированные операции
после внедрения оборудования

1 4

Ручное 
раскрытие крышек СН, 
извлечение ИС из СН и 
укладка ИС в кассеты

2 3

1 2 3 4

демонтаж микросхем
из спутников-носителей

Автоматическая
вырубка ИС из рамки и 

укладка в плоские 
кассеты, укладка 

вырубленных ИС в СН и 
монтаж крышки СН, 

укладка СН с ИС в пенал, 
раскрытие крышек СН, 
извлечение ИС из СН и 
укладка ИС в кассеты.

*Укладка СН с ИС в пеналы осущест-
вляется если все данные операции техно-
логического маршрута, начиная с 1 
классификации ИС по электрическим 
параметрам и конечная выгрузка ИС из 
СН, выполняются автоматически с 
использованием сквозных СН и пеналов.
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Пенал  с  корпусами СН без 
крышки и без микросхем  на  
позиции загрузки. Подача 
корпусов СН в транспортную 
л и н и ю  о с у щ е с т в л я е т с я 
автоматически. 

1

Крышки СН в вибробункере. 
Автоматическая   подача 
крышки в транспортную 
линию.

2

Пенал  с микросхемами в СН 
н а   п о з и ц и и  в ы г р у з к и . 
Загрузка СН с микросхемами в 
пенал на  позицию  выгрузки 
осуществляется в автома-
тическом режиме.

2

6

Подача микросхемы в рамке 
из кассеты в зону вырубки 
осуществляется в ручную. 

Вырубка микросхемы из 
рамки ,  укладка  в  СН  и 
загрузка рамки в накопитель 
осуществляются в автома-
тическом режиме.

Автоматическая  подача 
крышки в зону монтажа на 
корпус СН с установленной  
м и к р о с х е м о й .   М о н т а ж 
крышки на СН происходит 
автоматически. 

3 4 5

вырубка микросхем
из рамки

Технологический процесс
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Пенал с микросхемами в СН на 
позиции загрузки. Подача  СН 
с микросхемами в транспор-
тную систему осуществляется  
автоматически.

2

2

Раскрытие крышки спутника-
носителя осуществляется в 
автоматическом режиме.

2

Пенал  с  СН  на  позиции 
выгрузки. Загрузка СН в пенал 
на  позицию  выгрузки 
о существляется  в  авто -
матическом режиме.

Укладка микросхемы в ячейки 
кассеты осуществляется в 
автоматическом режиме.

3

Загрузка раскрытых крышек 
СН в накопитель осущест-
вляется в автоматическом 
режиме.

1

демонтаж микросхем
из спутников-носителей

Технологический процесс

5

4



Назначение

Спутники-носители предназначены для использования в 
качестве операционной и межоперационной тары для 
интегральных схем в корпусах, в том числе при проведении 

0измерений и испытаний в диапазоне температур -65 ÷ +155 С с 
использованием автоматического оборудования.
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1 5119.16-А (LCC-16) ЩЦМ 4.118.593 19х25 ЩЦМ 3.703.034

2 5121.20-А (LCC-20) ЩЦМ 4.118.594 19х25 ЩЦМ 3.703.034

3 KT 89 (DРАК) ЩЦМ 4.118.576 19х25 ЩЦМ 3.703.034

4 4105.14-3, -4, -5, -6
ЩЦМ 4.118.549 

(СН.ИМ 14/1,25-070)
19х25 ЩЦМ 3.703.034

5 5140.8-А ( LCC-6/8-1)
ЩЦМ 4.118.639
(СН.LCC-6/8-1)

19х25 ЩЦМ 3.703.034

6 5123.28-1 (LCC-28)
ЩЦМ 4.118.606

(CH.LCC-28)
32х32 ЩЦМ 3.703.058

7 4119.28-3.01; -3.02; -5.01
ЩЦМ 4.118.288-01

(СН.ИМ 28/1.25-070)
32х32 ЩЦМ 3.703.058

8 4110 (405.24-1)
ЩЦМ 4.118.288-06

(СН.ИМ 24/1,25-075)
32х32 ЩЦМ 3.703.058

9 5133.48
ЩЦМ 4.118.261-06
(СН.ИМ 48/1-028)

32х32 ЩЦМ 3.703.058

10 5133.48
ЩЦМ 4.118.679

(СН.ИМ 48/1-028)
32х32 ЩЦМ 3.703.058

11 КТ 90 (D2PAK)
ЩЦМ 4.118.577

(CН.КТ-90)
32х32 ЩЦМ 3.703.058

12 КТ 94-1 (SMD-1, SMD-3)
ЩЦМ 4.118.545

(СН.КТ-94-1)
32х32 ЩЦМ 3.703.058

13
4122.40-3.01; -3.02

ЩЦМ 4.118.289
(СН.ИМ 40/1,25-090)

51х51 ЩЦМ 3.703.074

14 4167
ЩЦМ 4.118.300-01

(СН.ИМ 40/1,25-083)
51х51 ЩЦМ 3.703.074

15 4226.108-02
ЩЦМ 4.118.390-01

(СН.ИМ 108/0,625-093)
51х51 ЩЦМ 3.703.074

16 4234.156-01
ЩЦМ 4.118.371-02

(СН.ИМ156/0,625-100)
63х63 -

17 4236.208-01
ЩЦМ 4.118.448-01

(СН.ИМ 208/0,625-109)
76х76 -

№ 
п/п

Тип пенала
для СН

Шифр типоразмера
корпуса СН

Тип корпуса
ИС

Размер базовой
площадки, мм

с
п

у
т
н

и
к
и

-н
о
с
и

т
е
л
и

 д
л
я
 м

и
к
р
о
с
х
е
м



62

Спутники-носители в пенале на позиции загрузки 
в автоматическом оборудовании

1 2 3 4 51

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17
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Типы совместимых корпусов интегральных схем

Особенности

Назначение

Сортировщик предназначен для автоматической сортировки 14-
выводных  интегральных микросхем в планарных корпусах типа 
401.14-16, 401.14-5, 401.14-3,  помещенных в спутники-носители с 
базовыми площадками  19х25 и загруженных в пенал ЩЦМ 3.703.034.

Для эксплуатации сортировщика в него необходимо подавать сжатый воздух давлением 0,4 МПа не 
хуже 5кл. загрязненности  по ГОСТ 17443-80;
Сортировщик  обеспечивает:
 - поштучную подачу интегральных микросхем в спутники-носители из пенала механизма загрузки 

в механизм  контактирования;
 - подключение микросхем к внешнему измерителю через устройство контактирующее;
 - сортировку ИМС на 8 групп классификации   в соответствии с командами внешнего измерителя; 
 - возможность оперативного изменения количества пеналов на группу;
 - возможность сортировки ИМС как в автоматическом, так и поштучном режимах;
 - возможность двойного контактирования для группы "Брак".

сенсорная панель
управления

АС-1М

Производительность (кинематическая) шт/час 5000

Электропитание:

- сеть переменного тока В 220

- частота Гц 50

Мощность потребляемая установкой, не более кВт 1,2

Масса, не более кг 90

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 645х354х1555

Характеристики Ед. изм. АС-1М

*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь

сортировщик
микросхем
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Назначение

Подключение интегральных микросхем в спутниках-носителях к 
измерителям при контроле параметров в условиях нормальной, 
повышенной и пониженной температур (рабочий диапазон температур -

0 65 ÷ +155 С).

Особенности

Температурный диапазон °С -60 ÷ +155

Шаг выводов мм 0,3 ÷ 1,25

Частотный диапазон ГГц до 1

Максимальный ток на один вывод: до 4 А А до 4

Сопротивление контакта: до 16 мОм мОм до 16

Ресурс контактирований, не менее шт. 10 000

Характеристики Контактирующие устройстваЕд. изм. 

Модульная конструкция КУ и СН на основе платформ высокой унификации;
Стабильное  сопротивление контакта;
Повышенный ресурс.

и многие другие. 
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PGAQFN BGA LGA

SOP
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Типы совместимых корпусов интегральных схем



Установка предназначена для снижения удельного сопротивления 
деионизованной воды до установленного значения (0,5-1 МОм/см).

Применение
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установка СО  обогащения2

деионизованной воды

Назначение

Резка полупроводниковых пластин;

Скрайбирование полупроводниковых пластин;

Отмывки пластин методом полива, в том числе с использованием мегазвука;

Очистка струей высокого давления;

Очистка маски пластин;

При других операциях, требующих снижения статического заряда.

v-cut

Принцип

Принципом работы установки является эжектирование воды, с точно заданным уровнем 
обогащения СО2, в основной поток деионизованной воды. При этом, контролируемое потребление 
СО2 и отсутствие дополнительных устройств обеспечивает экономичность работы установки и низкое 
энергопотребление. 



Простой, интуитивно понятный интерфейс, световая и звуковая сигнализация о нештатных 
ситуациях.
Уменьшения налипания частиц на инструмент и кристаллы при резке пластин и снижения 
повреждений пластин  вызванных статическим зарядом;
Стабильное поддержание заданного параметра удельного сопротивления деионизованной воды при 
помощи ПИД регулятора;
Легкость подключения установки к деионизованной воде и углекислому газу за счет применения 
быстроразъемных соединений;
Увеличение срока службы режущего инструмента на операциях резки полупроводниковых пластин;
Уменьшение вероятности повреждения полупроводниковых структур статическим напряжением;
Увеличение чистоты пластин при отмывке после механической обработки;
Компактные габариты позволяют разместить установку рядом с технологическим оборудованием;
Увеличение процента выхода годных изделий и снижение себестоимости продукции.

Преимущества
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Диапазон задания сопротивления МОм/см от 0,1 до 1 

Отклонение сопротивления от заданного значения % ± 10

Производительность л/мин от 3 до 10 

Электропитание - 230 В, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность, не более Вт 100

Габаритные размеры не более (ДхШхВ) мм 500х300х550

Масса реионизатора, не более кг 30

Требование к рабочей среде:

- Деионизованная вода:

    Давление МПа от 0,3 до 0,5 

    Температура °С от 20 до 25 

    Удельное сопротивление  МОм/см от 10 до 18 

- СО :2

    Давление МПа 0,2 – 0,4 

    Чистота  СО , не менее 2 % 99,5 

Характеристики Ед. изм. УОДВ-10
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